ESI JUIN 2012-06-14
CPI 1/ELECI

EXAMEN FINAL D’ELECFI
Durée : 02H

Exercice N°0I : (Tpts)
On consideére le circuit ci-dessous :

+vce

1- Donner le schéma équivalent du circuit en régime dynamique ( basses
fréquences ).

2- Déterminer le gain en tension, l'impédance d'entrée ainsi que
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"impédance de sortie. _
3- Quel est le role de ce c{;cuit ?
4- Quel est le role de Cg et Rg dans le circuit?
5- Pourquoi le montage émetteur commun est le plus utilisé ?

6- Si on veut réaliser un mode d'attaque en tension de ce circuit que faut 'il

faire?

Ondonne: h;; =100Q h'5=10kQ h;;=0.
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Exercice N°02 : (6 pts )
Soit le circuit de figure ci-dessous ;
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1. Déterminer I’expression du courant I 2 la saturation.
2. Montrer que la condition de saturation peut s’écrire sous la forme :
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3. Le circuit représenté ci-dessus fonctionne en commutation. Le
transistor peut prendre deux états :

saturé : Vee<0.2vet Vbe>=0.6v \,, -0
bloqué :  Vbe < 0.4v s
B=1002200. Re=12 KQ, Vcc =12V

a) Calculer le courant collecteur Ic .

b) Choisir une résistance Rb qui permet d’avoir un courant de base
suffisant afin de saturer le transistor lorsque Vbb = 5v .

¢) Représenter Vs(t) la tension du collecteur lorsque la tension
d'attaque Vbb a la forme représentée sur la figure suivante :
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Exercice N°03 : (7 pts)

Soit le circuit de la figure ci-dessous:

o

Déterminer le point de fonctionnement du montage.

Donner le schéma équivalent lorsque K est fermé.

Calculer le gain en tension du montage.

Lorsque K est ouvert, donner le schéma équivalent et calculer le gain en
tension du montage.

On donne : 7

E=15V. Rp=18kQ Rs=270kQ. Rg=10MQ. RO =100 kQ
IDSS =12 mA, VGSOff=_4 V, | gm = 2,1 mA/V\
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